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Krajowa produkcja odbiornikow telewizyjnych,
odbiornikéw o modulacji czestotliwoscl, linii radio-
wych znacznie sie opoznila w stosunku do terminéw
przewidzianych na poczgtku planu 6-letniego. Polska
tacznos¢ stoi przed koniecznoscia szybkiego rozwoju
tej produkciji.

W r. 1955 z Palacu Kultury i Nauki rozpocznie swa
prace nowy nadajnik telewizyjny o mocy 65 kW
i bezposrednim zasiegu do 85 km.

Telekomunikacja stoi obecnie rowniez przed zada-
niem bardziej wszechstronnego stosowania pélprze-
wodnikow, zwlaszeza tranzystorow. Stosowanie ich
w telefonii, w odbiornikach nalezy rowniez przyspie-
SZyC.

W biezgcym roku Instytut Eacznosci wykona nowe
uklady elektryczpe z wykorzystaniem tranzystorow.
Zostang takze oddane do uzytku nowe stucje radiona-
dawcze dla programu krajowego, jak i radiostacje
o modulacji czestotliwosci. Rozwoj nasze] sieci te-
lefonicznej wymaga wprowadzenia automatyzacji te-
lefonicznego ruchu miedzymiastowego. W resorcie
lacznoéei rok biezacy charakteryzuje sic poglebie-
niem realizacji uchwat 11l Plenum KC PZPR.

Mgr ind. WITOLD ROSINSKIL

Zaklad Elektroniki
Instytut Podst. Probl. Techniki PAN

Glowne zadanie dla naszych inzynierdéw — to pod-
niesienie jako$ci ustug telekomunikacyjnych, zmniej- -

szenie awaryjnoéci, wykonanie zaplanowanej obnizki

kosztow wlasnych, podnoszenie kwallflkﬂl:]‘i Zawo-

dowych.
Dzialalno§¢ nowozorganizowanego Departamentuy
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Techniki w Ministerstwie Lacznosci wespol z Radg

Naukowo-Techniczng zmierzaé¢ bedzie do poglebienia
poustepu technicznego. Rowniez utworzenie dwoch od-
rebnych centralnych zarzadéw w Ministerstwie
Przemyslu Motoryzacyjnego, jak Centralny Zarzad
Przemystu Teletechnicznego i Centralny Zarzgd Prze.
mystu Lampowego, powinno wplynac na przyspiesze-
nie krajowej produkceji elementéw, podzespotow
| urzadzen telekomunikacyjnych.

Wspaniale perspektywy rozwoju nasze] lgcznosei
nie am&luuH sie same. W}rmaga to dalszegn wysitku
naszej kadry naukowej i inzynieryjnej oraz stosowa-
nia coraz lepszych metod pracy. O dalszy i pomyslny
rozwo0] naszej lacznosci, o umocnienie naszej gospo-
darki narodowe), 0 wzmocnienie obronnosci naszego
kraju. o utrzymanie pokoju, manifestowaé bedag 22
lipca pracownicy polskie) lacznosci.

J. G.
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Doswiadczalne tranzystory ostrzowe Zakladu Elektroniki
IPPT-PAN

Streszezenie

Zanalizowano ]'m]-;n':-le_'e warnnki, jakim musi
rozrzul  parametrow tranzystora, aby  zapewnic
Lranzystordw w ukladach clektryeznyih.

\..l.u.ti;pme GILOWLONO ;.'l';.'.;td.llltlil.r_ trwalosei Yranzy<tora 1 api-
EOTIO Wy niki urys=kane PreEy produkeji seril prototypowej tean-
vstorow E!“‘-L[.!.U"u\"rl.ll tvpow TI" 1 @ TP 1 e sacredolnym
uwre lednieniom stosow anyel prev 1y procesdw teehnalogicz-
nveh,

odpowiadac
Wy miennose

1. Wstep

Wstepne prace mad tranzystorami rozpoczete w za-
kladzie Elektroniki Instytutu Podstawowyeh Proble-
mow Techniki w marcu 1953 roku doprowadzily do wy-
konania w grudniu legoz roku picrwszego pluluhpu
Lranzystora ostrzowezo typu TP | (ry=. 1).

W ciagu nastepnych kilku miesicev wykonano okolo
250 sztuk doSwiadezalnyelh lrauzystordw lego Lypu.
Ta seria prototypowa miala na celu zebranie ma-
terialéw odnodnie technologii plytki, sprezyn stv-
kowych, sposobu utrwalania styko i hermelycznego
ramkniecia tranzystora. Doswiadezenia tej serii zo-
staly uwizglednione w serii 300 sztuk tranzystorow
wykonanych dla Instytutu Eacznosci i 200 sztuk wy-
konanych przez Zaklad Radiotechniki dla uczelni
i instytutdw,

Podstawowym zagadnieniom w produkeji (rangystos
réw jest utrzymanie mozliwie malego rozrzulu para-
metrdw elektryeznyeh, a w szezegolnoscl wspolezyn-
nika wgmoenienia pradowego (w stanie zwarcia )a oraz

zapewnienie duzej tewalosei przez zastosowanie odpo-
wicdnich procesdw technologicznych,

2. Rozrzul paramelrow (ranzyslora

\naliza wyrazen na opornosé wejseiown M. wyj
Seiowa M1, 1 wzmoenienie moey Ay dla ukladn o wspol-
niej bazie, pozwala lepiej zortentowad ste, w jakim stop-
nin poszezegolne parametry wplywaja na te wielkosel.

Wyrazenia na te wiclkosei zostaly preeksztaleone
woten gposob, aby uxyskad wartosei wzeledne.
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Hys. 1 Tranzystor punktowy TP 1.
Wykresy na rys. 2 00 4 ilusbruja zalednofei rypg, ruyi b kp
L B - . - r . Fhb
w Tunkeji == i —= dla réznych wartodei paramelriw a | —
Tk ri Fe

Wykresy te pozwalaja ocenié wplyw rozrzulu para-
metréw a i ry na wielkosci Fuej, Fuyi i k.

Aneliza tych wykreséw wskazuje na koniecznosé
ulrzymnania malych wartoéei opornoéei bazy r i nie-
duzego rozrzutu wspélezynnika a. Zmiane wzmocnie-
nia c[uz:-, zmianie wspélezynnika a ilustruje wykres
preedstawiony na rys. 5.

Hj,"s 2 Zaleinost ry,; ndstusunku — prr} réznych wartodeiach
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gmiany w warunkach dopasowania wplywaja nieznacz-

nie na wgzmocnienie mocy i opornogei wejsciowe 1 wyj-

dciowe,

Z rozwazan powyzszych wynika, 7e najwiekszy wplyw
przy malym r, na wielkogci clmrnhlenxl\:zm- ukladu
lranzystorowego wywiera rozrzul paramelru a. Na-
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rzuca to wiee konstruktorowi tranzystora koniecznosé
stosowania takich procesow technologicznych, ktore
umozliwiajy utrzymanie mozliwie malego rozrzutu
tego parametru oraz takiego utrwalania i zabezple-
czania styku, ktdre eliminuje zmiany tegoz paramelru
W czasle.

Pierwsze zagadnicnie rozwiazuje w  dostatecznym
stopniu  zastosowanie monokrystalicziego  germanu,
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odpowicduiej konstrukeji sprezyn =tyvkowyel o praode
wazyvsthim opracowanic metody elektryczneso formoe-
wania styvkow.

Wykres opornosci kolektora e w zaleznosdei ad pradu
formowania frp (rys. 6) orag szerep ad jed rodeiny charak-
terystyk I = f(/i) (rys. 7) pray . = const dla rdz
nych praddw formowania podkresla wplyw lego pro-
cesi na lakie paramelry clektryczue tranzystora, jak
opornodt my 1 owspdlezynnil a.

Ponadto proces formowania deeydnjaco wplywa na
warlost czestolliwoscl graniezne) fr lranzystora (t].
takiej cxestotliwodel, przy kldre) wspolezynnik o ma-
leje 0o 3 dB w stosunku do wartodei, ktory mierzy sie
na czestolliwosciach  bardzo malyveh — np. 5 kHz
(rys. 8), a wice i na czestolliwose graniceng uklado tran-
EysloTOwego OF4Z  POXIom  sdumi wylwarzany  prees
tranzystor. Formowanic obniza |m.=1um seumu o okolo
20 dB, zwiekzzajac Townoczesnie stabilnost i trwalose
slyku, dzicki preyspawaniv do germanu oslrza z brazn
fosforowego,

3. Trwalo$é tranzystorow

Zagaduienie trwalosct ma pierwszorzedne zlm::zunie"
dla uzytkownika tranzystorow. Na trwalosd lranzystora’ ;

wiHy 1.*.;:_}1 bledy mechanicznego wykonania tranzystora &

cray zmiany chemicane w materiale polprzewodniky &
1 na jego pmwmmhm w hezpodred nim oloczenin punkty
styku. Szezegilnie szkodliwa jest para wodna, ktéra =
Tatwao przenika preez szezeliny miedzy masy zalewng
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i przewodami prowadzacymi do =tvkow. Przenikajac
tu, para wodna zwicksza preewodnose powicrzchiniows,
. pl'l}"ﬁ'ﬂ']iﬁ{*‘ wreszoie do zwarcia mipdzy =lyvkami.
Niedoskonalo$ciom mechanicznego wykonania, pray)-
mujacym zwykle forme pewnyceh naprezen, ulegajieych

- glopniowe] zmianie w crasic, lowarzysza  zmiany
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pie naprezen lowarzy=zy zeslo przerwi w jednym ze
o slykow.
~ Zastosowanie odpowicdnich mas impregunjaeyeh za-
pobiegajneveh przedostawanin sic pary wodnej do
whnetrza tranzystora przy prawidlowej konstrukeji me-
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Rys. © Tranzyslor TP 2 1 TP L

chaniczne) zapewnia trwalosc, przekraczajycy kilka-

dziesial lysicey godzin, Proces starzenia tranzystorow

gwicksza bardzo znaczuie ich tewalosé prawdopodobuie
dzighi usuwaniu mechanicznych naprezen.

~ Doswiadczenia zebrane prey wykonywanin serii pro-

lotypowe] tranzystordw TP 1 zostaly wykorzyslane

przy produkeji tranzystoréw typow TP 21 TP 3. kon
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Lliwes d gramicrned {

strukeje tranzystora T 21T 3 ilustruje rys. 5. {ocha
szezegolna  tranzystordw  aztrzowyeh apracowanyoh
preez Zaklad Elektroniki jesl =posab wykonania elek
leodd wi palentu®*) zapewniajaey Stadode weaemne |
odleglosci  elektrod. nakomivie ulalwia maontaz
(ranzystora i sthwarza niczbedne wawmnki dla prodokeji
tranzyvslorow o malyn rozrzncie parametrow  elek:
Lryezny el

[Tdoskonalenie procesow technologicznyveh, a ewlas=z-
cza procesn formowania clekiryeznego, pozwolilo na
znaczne zmnicjszenic rozrzulu paramelrow o 1 fg.
Zwlaszeza ta ostatnig wartose ulegla znacznemn preze-
sunieein wogdre. Na rysankach 10, 111 12 pordwnano
rozrzut paramet vow a, 7 1 fzdla serii prototypowej TP 1
i serii prototypowej T 20 TP 3. Badanie poszezegol-
nyeh partii w miare wprowadzania coraz bardziej udo-
skonalonyeh metad pradukeyjuyeh wykazalo stale ma-
lenic rozrzulu paramelrow, a w szczegolnodct para-
metry . Na rys, 10 wykreslono rozrgul parametrn o
dla 250 tranzyslordw TP 1 oraz dwich kelejuyeh partii
tranzystordow TP 2, liczacych po 150 sztuk. hrzywe
wskazuja na stale malenic rozrzutu parametru a. W eeln

«) 1. Grosgkowski — Patent PRL ne G7802,
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f (Igh dla dwdch roz-
nych trangystordow T 2

Rys. 13 Folografie charakleryst yk Uy =

lepszego zilustrowania osiagnietych wynikow na rys. 13
pokazano dwie fotogralie charakterystyk Un = f(f&)
dla dwéeh dowolnike wybranych tranzystordw z partii
20-stu. Zdjecia charaklorystyk wykonane dla dwdch
nastepnych tranzystoréw Lej partii byly niemal iden-
tyczne z przedstawionymi na rys. 13.

Trwaloéé tranzystoréw serii prototypowej TP 1 byla
hardzn mala. Okolo 30 procent wykazywalo w ciagu
pierwszych dwéch tygodni duie obnizenie wartosei
wspolezynnika a, a ok. 20% przerwe w styku kolekto-

ra lub emitera. Nastepne 10% zakonczylo swdj) zywot
po okresie ok. 2 miesicey, a 10 procent przetrwalo okres

sze$ciu miesiecy. Losy pozostalych 20 procent przeka- |

zganych w maju 1954 réinym instylucjom sy nieznane
ze wigledu na brak jakichkolwiek danych.
Zastosowanie odpowiedniej masy zalewne) oraz opra-
cowanie procesu ulrwalania styku zapewnilo zmuiej-
szenie odpadu przy produkeji tranzystoréw TP 21 TP 3.
Zmniejszyl sie przede wszystkim odpad wskutek przerw
stykéow kolektora lub emitera. Odpad # tych przyczyn
wynosi mniej niz 10 procent; co prawda zaobserwowa-
no  po pewnym czasie zmnicjszenie wapdlezynnika
w okolo 20 procentach wyprodukowanych 400 sz,
tranzystorow TP 2 1 TP 3, jednakze bylo vno na ogdl
niewielkie i ograniczalo sic w wigkszosvi przypadkow
do okolo 20-procentowej zmiany. Tylko trzykrotnie
zanotowano wartodei wspdlezynnika « ponizej jednosel.
Nalezy spodziewac sig, ze przeprowadrzenie impregnacji
w prozui (okolo 1072 = 10=% Tr) pozwoli na dalsze
zwickszenie trwalogei. W celu pordownania parametrow
wykonywanych u nas tranzystordw ostrzowyeh 2 pa-
rametrami lranzystordw zagranicznych zestawiono
w tablicy 1 dane elektryczne tranzystorow TH 21 TP 3
i tranzystordw ostrzowych produkowanych za granicq.

Tablica 1
Typ tranzystora | fro mA  lep md | & fe Prax | 4 Zastosowanie Producent , Rog-
. ; | MH: mW hip | | STy
| - ' | : |
GET ! ‘ -2 05 | 25 - 100 20 | wzmacniacz | GEG 7552
Sx 101N 4 | 25 | 2 150 20 . & T C
I NG-021 | =4 . 1.7 3 120 | 10 s NI
TS 13 | -4 L5 1.0 1 120 | i 2 =Lelnens #1a,5x 14
Ts 33 | -G 2 | L5 | == 20 |10 preerzutnik e '
PFT-2a ) A | 1.8 | — oo | — wzmacniarz Hylron
A -2 | - | 2.0 | —_ — | : oin Texas luost.
CK 716 | — — - S 1iH) - 2 Haytheon
2 N 30 - : | 20 | — | 1w L ; General Electric
2 N 3l — — | 2,0 | | 100 | przerzutnik General Electric
2 N 32 - w98 | &Y L) — . HCA |
2N 33 - — |22 | 80 100 . peneralor ¥ ' i
TP 2 -3 | 05 | 1530 10 i) 7 wzmarniacz Zakl. Eleklroniki
TP 3 -3 | 0.5 | d 4 | 1,0 ol 3 | generalor i ;j.ﬂx‘.r.’f_i '

UWAGA PRENUMERATORZY

Zawiadamiamy, te uleglo zmianie konto, na kidre wplaca sig naleinodci za prenumeral®
ulgoirj i normalng naszego crasopisma.
Brzmi ono obecnie: ,,Ruch” Centrala Kolportazu Prasy | Wydawnictw, Warszawa, Srebrona 12

Konto: PRO 1-6-100.020,
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